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Elektrische Eigenschaften / Electrical properties
Hochstzulassige Werte / Maximum rated values

Periodische Vorwarts- und Riickwérts-Spitzensperrspannung | T,; = -40°C... Tyj max Vorm: VrrM 1800 |V
repetitive peak forward off-state and reverse voltages 2000 |V
2200 |V
Vorwarts-Stossspitzensperrspannung T, =-40°C... T\jmax Vpsm 1800 |V
non-repetitive peak forward off-state voltage 2000 |V
2200 |V
Rickwarts-Stossspitzensperrspannung Ty = +25°C... Tyjmax VRsm 1900 |V
non-repetitive peak reverse voltage 2100 |V
2300 |V
Durchlassstrom-Grenzeffektivwert ltRmsM 1500 [ A
maximum RMS on-state current
Dauergrenzstrom Tc=85°C lravm 700 | A
average on-state current
Dauergrenzstrom Tc=55°C,08=180°%in,tp =10 ms | lrawm 1040 (A
average on-state current
DurchlaBstrom-Effektivwert ltrms 1630 | A
RMS on-state current
Stossstrom-Grenzwert T;,=25°C,tp =10 ms lrsm 13500 [ A
surge current Ty = Tyjmax, tp =10 ms 12200 | A
Grenzlastintegral T;=25°C,tp=10ms 12t 911|10° A%s
I?t-value Ty = Tyjmax, tp = 10 Ms 744110° A%s
Kritische Stromsteilheit IN IEC 69747-6 _ (di/dt)e 200 | Alus
critical rate of rise of on-state current f=50Hz, iem = 1A, dic/dt =1 Alus
Kritische Spannungssteilheit Ty = Tyjmax, Vo = 0,67 Vpru (dvp/dt)e 1000 | V/ps
critical rate of rise of off-state voltage 5.Kennbuchstabe / 5" letter F
Charakteristische Werte / Characteristic values
Durchlassspannung Ty = Tyjmax, it =2850 A VT max. 2,32V
on-state voltage Ty = Tymao it= 650 A 1,25V
Schleusenspannung Ty = Tyjmax Vo) 0,95V
threshold voltage
Ersatzwiderstand Ty = Tyjmax rr 0,45 [ mQ
slope resistance
Durchlasskennlinie 200 A<ir=3500 A Ty = Tyjmax A= 9,247E-01
on-state characteristic = 4,032E-04
v. = A+BI +C0On(i, +1) +D 0,i = -1,670E-02
T T r +1) Wir = 7,035E-03
Zindstrom Ty =25°C, vp =12V let max. 250 | mA
gate trigger current
Zindspannung T,;=25°C, vp =12V Vet max. 22|V
gate trigger voltage
Nicht ziindender Steuerstrom Tyi = Tyjmax, Vo = 12V lep max. 10| mA
gate non-trigger current Tyi = Tyjmax, Vo = 0,5 Vpru max. 5| mA
Nicht ziindende Steuerspannung Ty = Tyjmax, Vo = 0,5 Vpru Vep max. 0,25|V
gate non-trigger voltage
Haltestrom T,;=25°C, vp = 12V Iy max. 300 | mA
holding current
Einraststrom T,;=25°C, vp =12V, Rexk 210 Q I max. 1500 | mA
latching current iom = 1A, dig/dt =1 Alps,
ty =20 s
Vorwarts- und Rickwarts-Sperrstrom Ty = Tyjmax ins iR max. 100 | mA
forward off-state and reverse current Vb = Vbrwm, VR = VrrM
Zindverzug DIN IEC 60747-6 tga max. 4| s
gate controlled delay time T,;=25°C,ieu=1A,
dig/dt =1 Alus
prepared by: | H.Sandmann date of publication: | 2010-11-11
approved by: | M.Leifeld revision: 3.1
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Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values

Freiwerdezeit Tyi = Tyjmax itm = lravm tq typ. 300| ps

circuit commutated turn-off time Vrm = 100 V, vpm = 0,67 Vpru
dvp/dt = 20 V/ys, -dit/dt = 10 A/us
4.Kennbuchstabe / 4" letter O

Thermische Eigenschaften / Thermal properties

Innerer Warmewiderstand Kihlflache / cooling surface Rinsc

thermal resistance, junction to case beidseitig / two-sided, 6 = 180°sin max. 0,0320 | °C/W
beidseitig / two-sided, DC max. 0,0300 | °C/W
Anode / anode, 6 = 180°sin max. 0,0537|°C/W
Anode / anode, DC max. 0,0511|°C/W
Kathode / cathode, 8 = 180°sin max. 0,0816 | °C/W
Kathode / cathode, DC max. 0,0732|°C/W

Ubergangs-Warmewiderstand Kiihlflache / cooling surface Rinch

thermal resistance, case to heatsink beidseitig / two-sides max.  0,005|°C/W
einseitig / single-sides max. 0,010 | °C/W

Héchstzuldssige Sperrschichttemperatur Ty max 125|°C

maximum junction temperature

Betriebstemperatur Teop -40...+125 °C

operating temperature

Lagertemperatur Tsyg -40...+150 | °C

storage temperature

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehause, siehe Anlage Seite 3

case, see annex page 3

Si-Element mit Druckkontakt

Si-pellet with pressure contact

Anpresskraft F 10,5...21 | kN

clamping force

Steueranschlisse Gate (flat) A 2,8x0,5 [ mm

control terminals Gate (round, based on AMP 60598) J1,5 | mm
Kathode / cathode A 4,8x0,5 | mm

Gewicht G typ. 280 |g

weight

Kriechstrecke 20 | mm

creepage distance

Schwingfestigkeit f=50Hz 50 | m/s?

vibration resistance
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|

min,

26.5

strike distance: 1omm
creepage distance: 20mm

|

min,

?P3.0%x3.9
both sides

o Connector
4.8x0,9

4 Connector
2.8x0.9

4 Connector®lD
based on
AMP60598

overall height based
on contoct pressure

1: Anode / Anode
2: Kathode / Cathode
4: Gate

5: Hilfskathode/
Auxiliary Cathode
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Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Z ¢ fiir DC
Analytical elements of transient thermal impedance Z ,,c for DC
Kiihlung / Pos. n 1 2 3 4 5 6 7
Cooling
N Rin [°C/W] | 0,00013 | 0,00164 | 0,00195 | 0,00968 0,0166 -
beidseitig
two-sided
Tn [s] 0,00018 | 0,00166 | 0,00937 | 0,11900 0,9390 -
. Rin [°C/W] | 0,00046 | 0,00389 | 0,00331 0,0138 0,02965 -
anodenseitig
anode-sided
Tn [s] 0,00025 | 0,00243 | 0,05440 0,1830 1,14000 -
-~ Rin [FC/W] | 0,00071 0,00724 0,0137 0,02665 0,0249 -
kathodenseitig
cathode-sided
Tn [s] 0,00032 | 0,00387 0,0232 0,13800 0,9000 -
nmax
_ 4
Analytische Funktion / Analytical function: Zic = Z Rinn [1 —e " J
n=1

0,08
c
0,07
/
0,06 //
= 0,05 ———— ]
s / L~
O
2. 0,04 / pd
[S]
N 0,03 // / — b
0'02 // /
'l A/
0,01 ,/ / ——
//
0,00
0,001 0,01 0,1 t[s] 1 100
Transienter innerer Warmewiderstand fiir DC / Transient thermal impedance for DC
Z e = f(t)
a - Anodenseitige Kuhlung / Anode-sided cooling
b - Beidseitige Kuhlung / Two-sided cooling
¢ - Kathodenseitige Kiihlung / Cathode-sided cooling
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Erhéhung des Z, pc bei Sinus und Rechteckstromen mit unterschiedlichen Stromflusswinkeln ©
Rise of Z, p¢ for sinewave and rectangular current with different current conduction angles ©
AZth Orec / AZth O sin
Kihlung / Cooling © =180° @ =120° © =90° © =60° @ =30°
AZir 0 rec 0,00321 0,00554 0,00745 0,01040 0,01558
s [°C/W]
beidseitig
two-sided A7 _
o th © sin 0,00175 0,00275 0,00421 0,00682 0,01205
[°C/W]
AOZ“‘ © rec 0,00503 0,00902 0,01227 0,01718 0,02580
. [°C/W]
anodenseitig
anode-sided AZ
th O sin
°C/W] 0,00256 0,00429 0,00680 0,01103 0,01916
AOZ“‘ © rec 0,01094 0,01766 0,02238 0,02875 0,03919
" [°C/W]
kathodenseitig
cathode-sided AZ .
o © sin 0,00830 0,01155 0,01553 0,02123 0,03117
[°C/W]
Zinorec = Zihoc + A o rec
Zihosin = Zinoc + A o sin
4.000 |
3.500 Ty = Tujmar
3.000
//
2.500 ~
—_ //
< ~
— 2.000 -
- 7~
a— //
1500 -
P
1.000 /,/
500 /‘
0
0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8
V: V]

Grenzdurchlasskennlinie / Limiting on-state characteristic it = f(vr)

ij = ij max
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2500 T
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& 1000 b
o
500 L=
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0 200 400 600 800 1000 1200
kav[Al
Durchlassverlustleistung / On-state power loss Prav = f(ltav)
Sinusformiger Strom / Sinusoidal current
Parameter: Stromflusswinkel ® / Current conduction angle ©
140 T
7
s
120 / -
/
\ 0° « 0 > 180°
100 ™\ \\\\\
8 80 \ AN \‘\\‘\
(8]
60
40
6 =30° 60° 90° 120° 180°
20 | I 1 | I |
0 200 400 600 800 1000 1200
I 7av [A]

Hochstzulassige Gehdusetemperatur / Maximum allowable case temperature T¢ = f(ltav)
Sinusférmiger Strom / Sinusoidal current
Beidseitige Kuihlung / Two-sided cooling

Parameter: Stromflusswinkel ® / Current conduction angle ©

IFBIP D AEC / 2010-11-11, H.Sandmann A 36/10 Seite/page 6/10




N Bl Datenblatt / Data sheet

Netz-Thyristor Infineon Technologies Bipolar
Phase Control Thyristor T700N GmbH & Co. KG
3000 e
|
|
2500 +— | DC —
0° - 0 | 180° /
180° P
2000 120°
90° / ~
3 60° / / "
~ 1500 0= 2 // // //
<
a / / / "
1000 / e tidl
J
500 ,// /
0 - '
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
hav[A]
Durchlassverlustleistung / On-state power loss Pray = f(ltav)
Rechteckférmiger Strom / Rectangular current
Parameter: Stromflusswinkel © / Current conduction angle ©
140 ! T
r_ - —]
|
|
120 I -
——— I O
0° < o 180
N
AN N \‘\\ ‘\\
o
<. 80 \ \\ ~—
60 . N N
40
6 =30° 60° 90° 120° 180° DC
20 L1 I L |11 1 |
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
I'rav [A]
Hochstzuldassige Gehdusetemperatur / Maximum allowable case temperature T¢ = f(ltav)
Rechteckférmiger Strom / Rectangular current
Beidseitige Kiihlung / Two-sided cooling
Parameter: Stromflusswinkel ® / Current conduction angle ©
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10 100 ig [mA] 1000 10000
Steuercharakteristik vg = f (ic) mit Ziindbereichen fiir Vp =12V
Gate characteristic v = f (i) with triggering area for Vp =12V
Hochstzuldssige Spitzensteuerverlustleistung / Maximum rated peak gate power dissipation Pem = f (tg) :
a-20W/10ms b-40W/1ms c-60W/0,5ms
10000 1
irm =
L 2000A
—_ — 1000A
<] fOOA
JOOA
S — L — 50A
1000 === — I
20A
100
1 10 -di/dt [A/ps] 100
Sperrverzogerungsladung / Recovered charge Q; = f(di/dt)
Tyi= Tyjmax, VR< 0,5 Vrrm, VrRm = 0,8 VRrM
Parameter: Durchlassstrom / On-state current ity
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14
12\
N \\
g 8 \ T —
z \ T
S ¢ ~—_ 0-50V
-+
—— 0,33 VRRM
4 0,67 VRRM
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Anzahl Pulse bei 50Hz Sinus Halbwellen
Number of pulses for 50Hz sinusoidal half waves

Typische Abhangigkeit des Grenzstromes lrovm von der Anzahl fiir eine Folge von Sinus
Halbwellen bei 50Hz. Parameter: Riickwéartsspannung Vrm
Typical dependency of maximum overload on-state current Irovm as a number of a sequence of
sinusoidal half waves at 50Hz. Parameter: peak reverse voltage Vrm
Irovm = f (pulses, Vru) ; Tyj = Tyjmax
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Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschlieRlich fir technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die
Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes fiir die von lhnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der
Vollstandigkeit der bereitgestellten Produktdaten fiir diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, flr die wir eine liefervertragliche Gewahrleistung
Ubernehmen. Eine solche Gewabhrleistung richtet sich ausschlieRlich nach MalRgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen
Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden fiir das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls tbernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen bendtigen, die Gber den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und
insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem fur Sie
zustandigen Vertriebsbiro in Verbindung (siehe www.infineon.com). Fur Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen kdnnte unser Produkt gesundheitsgefadhrdende Substanzen enthalten. Bei
Ruckfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem fir Sie
zustéandigen Vertriebsbiro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefahrdenden oder
lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir fir diese Falle
- die gemeinsame Durchfiihrung eines Risiko- und Qualitdtsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitatssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einfiihrung von MaRnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend

empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher MaRnahmen abhangig

machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Anderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical
departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product
data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is
granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the
product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific
application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.infineon.com). For those that
are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please
contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please
notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend
- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on
the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.
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